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STUDIUL TRANZISTORULUI CU EFECT DE CAMP CU JONCTIUNE (TECJ sau JFET)
Scopul lucrarii

e ridicarea caracteristicilor statice ale unui TECJ cu canal n
e determinarea parametrilor de semnal mic ai unui TECJ cu canal n

Consideratii teoretice

Tranzistorii cu efect de camp se Tmpart in doua categorii: tranzistori cu efect de cadmp cu
jonctiune (TECJ sau JFET) si tranzistori cu efect de cAmp metal-oxid-semiconductor (TECMOS sau
MOSFET). Fiecare dintre cele doua categorii poate fi cu canal de tip n sau de tip p, cele doua tipuri
fiind complementare atat ca structura interna cat si ca functionare. Simbolurile folosite in schemele
electronice pentru TECJ sunt prezentate in figura de mai jos.
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Tn lucrarea de fata se vor trasa caracteristicile statice si se vor determina parametrii de semnal
mic ai unui tranzistor cu canal initial de tip n (BF245A). Structura interna unui astfel de tranzistor precum
si functionarea lui fara polarizarea grilei si cu polarizarea inversa a jonctiunii (Ve < Vs) sunt ilustrate n
figurile urmatoare. In vecinitatea jonctiunii exista o regiune saricita de purtatori de sarcin ca urmare
a difuziei electronilor si golurilor. Se poate observa ca in cazul polarizarii inverse regiunea saracita de
purtatori de sarcina va determina ingustarea canalului conductor dintre sursa si drena.
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O familie de caracteristici Io = Io(Ups) este prezentata in figura de mai jos. Daca privim o singura
curba pentru o valoare datd a tensiunii Ugs, se poate observa ca la valori mici ale tensiunii Ups
tranzistorul se comporta ca o rezistentd, dependenta Io = Io(Upbs) fiind liniard (zona ohmica). La tensiuni
Upbs mai mari se constatd o limitare a curentului de drena, el ramanand aproape constant pe o plaja
larga a tensiunii Ups (zona activa, de saturatie). Dependenta curentului de drena de tensiunea de
negativare a grilei, Io = Io(Uss) , avand drept parametru o valoare a tensiunii Ups corespunzatoare
portiunii plate a caracteristicii Io = Io(Ups), are urmatoarea expresie:
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unde loss este curentul de drena de saturatie pentru Uss = 0. Pe langa tensiunea de blocare se mai
definesc alti doi parametri ai tranzistorului cu efect de camp, parametri necesari in proiectarea circuitelor
electronice (amplificatoare, oscilatoare etc.): panta de semnal mic (transconductanta) si rezistenta de
iesire (sau rezistenta de drena) in vecinatatea punctului static de functionare, definite de relatiile:
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=const.

Ugs=const.

n care AUbs, AUgs si Alb se calculeaza conform figurii de mai jos.
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Materiale necesare

e computer
e programul Micro-cap 12
e programul Scidavis

Metodologia efectuarii lucrarii
In lucrarea de fatd vom studia un TECJ cu canal n.

a) Ridicarea caracteristicilor de transfer

e se noteaza datele de catalog ale tranzistorului, cu specificarea semnificatiei lor.
e se realizeaza montajul de mai jos Tn Micro-cap 12.
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e pentru doua valori fixe ale tensiunii drena-sursa, Ups=5 V, respectiv Ups =10 V, se ridica punct
cu punct caracteristicile de transfer Io = f(Ues). Tensiunea Ucs se regleaza variind Ec intre 0 si
-3.5 V cu pas de 0.1 V mentinand valoarea lui Ups constanta. Valorile masurate se trec in
tabelul de mai jos.
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b)

se reprezinta grafic separat caracteristicile Io = f(Uss) pentru Ups = constant.

de pe fiecare grafic se determina curentul de drena de saturatie, Ioss si tensiunea de blocare,
Ur. Comparati valorile obtinute cu cele din catalog.

se realizeaza un fit liniar pe portiunea liniard a fiecarei caracterisici Ib = f(Ugs) pentru
Ubs = constant. Se determina parametrul gm pentru fiecare caracteristica si se compara valorile
obtinute cu datele din catalog.

Ridicarea caracteristicilor de iesire

pentru trei valori fixe ale tensiunii Ugs (0 V, -0.5 V, -1 V) se ridica punct cu punct caracteristicile
de iesire Ipo = f(Ups) ale tranzistorului. Regland Va4 se variaza valoarea lui Ups cu un pas de
0.1Vintre 0si3V, cuunpasde 0.5V intre 3si5V sicuunpasde5Vintre 5si 20 V. Valorile
masurate se trec in tabelul de mai jos.

UGS =0V UGs =-05V UGs: -1V

U\j’s lg lg lg
V) (mA) (mA) (mA)

se reprezinta pe acelasi grafic cele trei caracteristici Io = f(Ups) pentru Ugs = constant.

pentru fiecare caracteristica Io = f(Ubs) se realizeaza un fit liniar pe zona ohmica si se determina
rezistenta canalului in zona ohmica, ronmic.

pentru fiecare caracteristica Io = f(Ubs) se realizeaza un fit liniar pe zona activa si se determina
rezistenta de iesire a tranzistorului, ra. Comparati valorile obtinute cu datele din catalog.
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